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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-2: Dispositifs optoélectroniques —
Valeurs limites et caractéristiques essentielles

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondia isati mposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux d . objet de
favofiser la coopération internationale pour toutes les questions de normaNsati ines de
I'élegtricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités & fionales.
Leur|élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels é par le
sujel traité peut participer. Les organisations internationales, gouve ales, en
liais nisation
Inter is.

2) Les mesure
du p éressés
sont

3) Les publiés

com

4) Dan de la CEI s'engagent a appliquer de

faco e internationales de la CEIl dans leurs| normes
natid e deNa CEIl et la norme nationale ou rggionale
corrg iere.

5) La(Q Juage copame indication d’approbation et sa respojnsabilité
n'es natérie écha ‘une de ses normes.

6) L’attpntion est attirée sur e faj émerts de la présente Norme internationale peuvgnt faire
I'obj¢t de droits int droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
resppnsable de 2 propriété et de ne pas avoir signalé leur existencq.

La No i C 5-2 a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs
optoélectronique : iMagerie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispokitifs a
semicd
Cette prémie dNi place partiellement la deuxieme édition de la CEI 60747-5 (1P92) et
constit (Sl Aique. (Voir également annexe A: Index des références croisges.)
Elle do jgintement avec la CEl 60747-1, la CEIl 62007-1 et la CEI 62007-2.
Le texte—de—cettenmorme—estisst—en—partte—de—taCE607475(1992)—et—en—artie des
documents suivants:
FDIS Rapport de vote
47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniguement a titre d'information.

L'annexe B fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-2: Optoelectronic devices —
Essential ratings and characteristics

FOREWORD
1) The JEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio i mprising
all rjational electrotechnical committees (IEC National Committees). The ofject\ o i promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in th ice S ic/flelds. To
this |[end and in addition to other activities, the IEC publishes Internationa : . i ation is
entrysted to technical committees; any IEC National Committee interested i j ith may
participate in this preparatory work. International, governmental apd n 8 q liaising

nization

with fthe IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté
dete between the two

for [Standardization (ISO) in accordance with conditions
orgahizations.

2) The dible, an
interhational consensus of opinion on the relevant subjeCts si eac i i dentation
from|all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of xeco wdati i i i in the form
of stpndards, technical reports or guides and they are as & j i i e.

4) In o ( national
Standards transparently to the maximum| exte \ ds. Any
divelgence between the IEC S oli b clearly

indidated in the latter.

5) The |IEC provides no mrk|n proce 3 for any
equipment declared to be ¥

6) Attemtion is drawn4Q the
of pgtent rights.C

subject

Interndti 47C:
Optoelectronic, d : Ruaging dewces of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This fi ifutes a

techniq

It shoulld bé read jotrtly with IEC 60747-1, IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of This standard IS based partially on IEC 60/47-5 (1992Z) and partially on the following
documents:

FDIS Report on voting

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.

Annex B forms an integral part of this standard.
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-2: Dispositifs optoélectroniques —
Valeurs limites et caractéristiques essentielles

1 Domaine d'application

entlellns des

Cette partie de la CEl 60747 donne les valeurs limites et caractéristiqyies es
: nt pas

catégories et sous-catégories suivantes de dispositifs optoélectroni
destinés a étre utilisés dans le domaine des systémes et sous-systé

Phgtoémetteurs a semiconducteurs, y compris
. digdes électroluminescentes;

. digdes émettrices en infrarouge;

. digdes laser et modules & diodes laser;

— Détecteurs photoélectriques a semiconducteurs, P
. phiotodiodes;

. phiototransistors.
— Dispositifs photosensibles & semicondix

— Dispositifs & semiconducteurs utiligant ra yt optique pour leur fonctionpement
intefne, y compris:

. phjotocoupleurs, optocq

2 Rélérences nirm

Les ddcuments normratifs s pnent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y gst faite, cops{it i s5itfdns valables pour la présente partie de la CEIl [60747.
Au moment de laSpublicatiorny leséditjons indiquées étaient en vigueur et les parties prgnantes
aux agcords fo ssente partie de la CEl 60747 sont invitées a recherg¢her la
possib|lité d iquer-les éditigns les plus récentes des documents normatifs indiquiés ci-
aprés. |LesNuenmbres te’' la CEMet de I'lSO possedent le registre des Normes internationales en

vigueur.

CEl 67065:1:985,
usage |[domestique ot

s de sécurité pour les appareils électroniques et appareils assgciés a
a usage général analogue, reliés a un réseau

CEI| 60068-2-171990, E55ais o ENVITONITEnent — Partie 2. E55adis. E55dis A Froid
CEIl 60068-2-2:1974, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essais B: Chaleur seche

CEIl 60068-2-3:1969, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essais Ca: Essai continu de
chaleur humide

CEl 60068-2-6:1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essais Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEl 60068-2-14:1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essai N: Variations de
température

CEIl 60068-2-17:1994, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essai Q. Etanchéité
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-2: Optoelectronic devices —
Essential ratings and characteristics

1 Scope

This [lowing
in the

- Se

- Se

- Se

- Se Atio internal operation, including:
S text,
licated
based
e most
aintain
tus for

IEC 60068-2<1:1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: Cold

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat

IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state
IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)
IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 60068-2-17: 1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing
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CEI 60068-2-27:1987, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essai Ea et guide: Chocs

CEIl 60068-2-30:1980, Essais d’environnement — Partie 2: Essais. Essai Db et guide: Essai
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

CEIl 60306-1:1969, Mesures des dispositifs photosensibles — Partie 1: Recommandations
fondamentales

CEl 60664-1:1992, Coordination de l'isolement des matériels dans les systémes (réseaux) a
basse tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais

CEIl 60695-2-2:1991, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d’essai — Section 2:
Essai §u prutenr-aliguiie

CEIl 6Q747-5-1:1997, Dispositifs discrets a semiconducteurs et circujts je 5-1:

Dispogditifs optoélectroniques — Généralités
CEl 6(Q747-5-3:1997, Dispositifs discrets a semiconducteurs € je 5-3:
Dispoditifs optoélectroniques — Méthodes de mesure

Diodep électroluminescentes
(a I'exclusion des dispositifs pour systemes ou sous Pres optiques)

3.1 Type

Dioded électroluminescentes a températd spécifiee ou a température de|boitier

spécifige.
3.2 Matériau semicondué

Phosp

3.3 C
34 D

3.4.1
3.4.2

3.4.3 brne et

le boftier.

3.5 Valeurs Timites (sysiéme des limites absolues) dans la gamme des températures de
fonctionnement, sauf indication contraire

3.5.1 Températures de stockage minimale et maximale (Tstg).

3.5.2 Températures de fonctionnement, ambiantes ou de boftier, minimale et maximale
(Tamb ou Tcase)'

3.5.3 Tension inverse maximale (Vg)

NOTE — Non applicable aux dispositifs @ deux diodes connectées anode-cathode et cathode-anode.

3.5.4 Courant direct continu maximal (/) a une température ambiante ou de boftier
de 25 °C et courbe de réduction ou facteur de réduction.
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IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp
heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC 60306-1:1969, Measurement of photosensitive devices — Part 1: Basic recommendations

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 60695-2-2:1991, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle-flame test

IEC 60747-5-1:1997, Discrete semiconductor devices and integratea
Optoelectronic devices — General

rt 5-1:

IEC 69747-5-3:1997, Discrete semiconductor devices and inte ] rt 5-3:
Optoelectronic devices — Measuring methods

3 Light-emitting diodes
(ejxcluding devices for fibre optic systems or,

3.1 Type

Ambiept-rated or case-rated light-emitting

3.2 Semiconductor material

Gallium arsenide-phosphide
3.3 Cplour

3.4 Details of 0
3.4.1 [IEC and/o

3.4.2 [Meth

3.4.3 [T
case.

nd the

3.5 Ljmiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,

uhless otherwise stated

3.5.1 Minimum and maximum storage temperatures (Tstg).

3.5.2 Minimum and maximum operating ambient or case temperature (T OF T.age)-

3.5.3 Maximum reverse voltage (VR).
NOTE - Not applicable to dual-diode devices connected anode-to-cathode and cathode-to-anode.

3.5.4 Maximum continuous forward current (/) at an ambient or case temperature of 25 °C
and derating curve or derating factor.


https://iecnorm.com/api/?name=448d69325d10f56b19680363bfc184b6

- 12 —

60747-5-2 © CEI:1997

3.5.5 S'ily alieu, courant direct de pointe maximal (/) & une température ambiante ou de

boitier de 25 °C, dans des conditions d'impulsions spécifiées.

3.6 Caractéristiques électriques

Pour les diodes multiples, les caractéristiques doivent étre données pour chaque diode. Pour
les applications spéciales, des caractéristiques supplémentaires peuvent étre exigées.

Conditions a
Réf. Caractéristiques Tamb OU Tease = 25 °C, Notes Symboles Exigences
sauf indication contraire
3.6.1 Tension directe I spécifié (en continu ou Max.
en impulsions)
3.6.2 Courant inverse VR spécifié Max.
3.6.3 Intensité lumineuse le I spécifié (en continu ou
long de I'axe mécanique en impulsions)
défini
3.6.4 Longueur d'onde I spécifié (en continu ou Max.
d'émission maximale en impulsions)
3.6.5 Largeur de spectre de Valeur de la moitié de Max.
rayonnement (s'il y a lieu) [ I'émission maximale, I
ayant la valeur spécifiée
en 3.6.4
3.6.6 Temps de commutation Max.
(s'il'y a lieu)
3.6.7 Angle & mi-intensité Max.
(s'il'y a lieu)
NOTE 1|- Nom applicable aux dispositifs a deux dio
NOTE 2|- Si I'angle solide a I'i
NOTE 3|- Pour les diodes pféyvues™pour étr aximale
est ausgi exigée.
3.7
3.7.1
Diagrajmmiesdo e de graphique, l'intensité lumineuse typique en fonction de
I'angle s coordonnées polaires ou rectangulaires.
3.7.2 pectral (s'il y a lieu)
Diagrammeé donnant, sous forme de graphique, l'intensité lumineuse typique en fonction de

la longueur d'onde.

3.7.3 Informations mécaniques

Préciser les conditions de montage et de soudage, s'il y a lieu.
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3.5.5 Where appropriate, maximum peak forward current (/r\,) at an ambient or case
temperature of 25 °C, under specified pulse conditions.

3.6 Electrical characteristics

For multiple diodes, the characteristics should be given for each diode. For special
applications, additional characteristics may be required.

Conditions at

Ref. Characteristics Tamb OF Tease = 25 °C, Notes Symbols Requirements
unless otherwise stated
3.6.1 Forward voltage I specified (d.c. or pulse) Max.
3.6.2 Reverse current VR specified 1 Max.
3.6.3 Luminous intensity along I specified (d.c. or pulse) 2,3 Min
the defined mechanical
axis
3.6.4 Peak emission Iz specified (d.c. or pulse) Max.
wavelength
3.6.5 Spectral radiation Half value of peak A Max.
bandwidth emission, with /- as
(where appropriate) specified in 3.6.4
3.6.6 Switching times Max.
(where appropriate) G
3.6.7 Half-intensity angle Max.
(where appropriate)
NOTE|1 — Not applicable to dual-diode deviceg'connected anqde-ts-cathode and cathode-to-anode.
NOTE|2 - If the included solid angle over whigh th sityNs meagsdred is not negligible, it should be
specified.
NOTE|3 — For diodes intenr\ded r use(in multi-tiode-arrays, ximum luminous intensity is also required.
~_"
3.7 S pplementagi
3.7.1 Radiation giag
A diagram g typical luminous intensity versus viewing angle, and using
either polar ox rectan dinates
3.7.2 PBpectral dfagram ere appropriate)
A diagfam graphically’expressing typical luminous intensity versus wavelength.
3.7.3 Nechamicatimformation

Mounting and soldering conditions, where appropriate.
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4 Diodes émettrices en infrarouge
(a I'exclusion des dispositifs pour systemes ou sous-systémes a fibres optiques)

4.1 Type

Diode émettrice en infrarouge a température ambiante spécifiée ou a température de boftier
spécifiée.

4.2 Matériau semiconducteur

Arsénipre de gallium _etc

4.3 Degtails d'encombrement et d'encapsulation

4.3.1 [Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d
4.3.2 |Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre,

4.3.3 |ldentification des bornes et indication d'une cormexi brne et
le boftler.

4.4 aleurs limites (systéme des limijes
fonctionnement, sauf indicatiorkconttai

11°

4.4.1 [Températures de stockage mini

4.4.2 |Températures de ximale

(Tamb pu Tcase)'

4.4.3
4.4.4 tier de
25 °C
4.4.5 ou de

boftier
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4 Infrared-emitting diodes
(excluding devices for fibre optic systems or subsystems)

4.1 Type

Ambient-rated or case-rated infrared-emitting diode.

4.2 Semiconductor material

Gallium arsenide, etc.

4.3 Details of outline and encapsulation

4.3.1 [IEC and/or national reference number of the outline drawing,

4.3.2 [Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

4.3.3
case.

nd the

44 L

C

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4 [Maximum eqQntix
and dgrating cu

4.4.5 [Where app
temperature of 25

25 °C

I case
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4.5 Caractéristiques électriques

Pour les applications spéciales, des caractéristiques supplémentaires peuvent étre exigées.

Conditions a
Réf. Caractéristiques Tamb OU T¢ase = 25 °C, Notes Symboles Exigences
sauf indication contraire

45.1 Tension directe I spécifié (en continu ou Ve Max.
en impulsions)
4.5.2 Courant inverse VR spécifié Ir Max.
4.5.3 Flux énergétique ou I spécifié (en continu ou 1 0 Min.
ntansitd nnnrgn'hqn.n la an |mp|||c|r\nc> o
long de I'axe mécanique le m.
défini
4.5.4 Longueur d'onde I spécifié (en continu ou < Min Max.
d'émission maximale en impulsions) (\
4.5.5 Largeur de spectre de Valeur de la moitié de A Max.
rayonnement (s'il y a lieu) | I'émission maximale, /g
ayant la valeur spécifiée

en 4.5.4 <\ \

4.5.6 Temps de commutation \ W Max.

(s'il'y alieu)

4.5.7 Angle & mi-intensité \/ Max.
(s'il'y a lieu) (\ / /\ \

4.5.8 Capacité (s'il y a lieu) < < A < \ N\ )\/ Max.

NOTE 1|- Si I'angle solide a l'intérieur duquel onﬁgsu%\mrgnsi\té\n'es\,t\pasx@gligeable, il doit étre spécifip.

4.6 Informations supplé
4.6.1

Diagramme don y raphique, le flux ou l'intensité énergétique typifjue en
fonctio ‘ anique défini et utilisant des coordonnées pjolaires
ou rec

4.6.2

Diagra forme de graphique, le flux énergétique typique ou l'intensité

énerg@ti tion de la longueur d'onde.
4.6.3 wécaniques
Préciserlesconditions-de-montage et de-soudages'ilya lieu.

5 Photodiodes
(a I'exclusion des dispositifs pour systemes ou sous-systémes a fibres optiques)

5.1 Type

Photodiode a température ambiante ou a température de boftier spécifiée, destinée aux
applications en petits sighaux et en commutation.

5.2 Matériau semiconducteur

Silicium, etc.
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ectrical characteristics

For special applications, additional characteristics may be required.

Conditions at

Ref. Characteristics Tamb OF Tease = 25 °C, Notes Symbols Requirements
unless otherwise stated
45.1 Forward voltage Iz specified (d.c. or pulse) Ve Max.
4.5.2 Reverse current VR specified IR Max.
4.5.3 Radiant power output or Iz specified (d.c. or pulse) 1 0 Min.
radiant intensity along the )
defined-mechanical axis / Min.
4.5.4 Peak emission I specified (d.c. or pulse) Ap in. Max.
wavelength =
4.5.5 Spectral radiation Half-value of peak Max.
bandwidth (where emission, with /¢ as
appropriate) specified in 4.5.4
4.5.6 Switching times (where \ \/ Max.
appropriate) /\ \
4.5.7 || Half-intensity angle \ \/ Max.
(where appropriate)
4.5.8 Capacitance (where } \/ Max.
appropriate) (\ /\
NOTE|1 — If the included solid angle ove{ whieh t: e\i\hte Sity A m&;a.i)u is not negligible, it should be
specified.
4.6 Sppplementary inform
4.6.1 Radiation diagra
A diagram grap | versus
angle with resp ingular
coordinates.
4.6.2
A diadra versus
wavele
4.6.3

Mount1ng and soldering conditions, where appropriate.

5 Photodiodes

(excluding devices for fibre optic systems or subsystems)

5.1 Type

Ambient-rated or case-rated photodiode intended for small-signal and switching applications.

5.2 Semiconductor material

Silicon

, etc.
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5.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation

5.3.1 Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement.
5.3.2 Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

5.3.3 Identification des bornes et identification d'une connexion éventuelle entre une borne
et le botftier.

5.4 Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans la gamme des températures de
fonctionnement, sauf indication contraire

5.4.1 |[Températures de stockage minimale et maximale (T, tg)

5.4.2 |Températures de fonctionnement, ambiantes ou de bofti gximale

(Tamb pu Tcase)'

5.4.3 |Tension inverse maximale (Vg)

5.4.4 |S'ily alieu:

— disdipation de puissance totale maximale (A ou de

boitjer de 25 °C, et
— facteur de réduction au-dessus de 25.°C

5.5 Chractéristiques électriques

Réf. Caractéristiqft? Notes Symboles Exigences
5.5.1 Courant inversg soys 1 IrH) OU Ir(e) Min.
radiation
5.5.2 Courant d' obs rlt\ IR Max.
5.5.3 Courant d'§bscyri \(&t:sgzifié, E.=0aune Ir Max.
haute’température T,mp
\gu Tease SPEcifiée
5.5.4 aVjeu se\&bm ¢ Vi spécifié, E, spécifié, s Min.
ectral pour une courte longueur
d'onde A, spécifiée Iet s Min.
pour une longueur d'onde
plus grande A, spécifiée
5.5.5 Temps de commutation Circuit spécifié
(s'il y a lieu):
temps de croissance et valeur specifiée de Vg, E, t, Max.
temps de décroissance ou E, spécifié t Max.
ou: Circuit spécifié
temps d'établissement et valeur spécifiée de Vg, E, ton Max.
temps de coupure ou E, spécifié tof Max.
NOTE 1 — Illumination par l'illuminant normalisé A (suivant la CEl 60306-1) due a une lampe a filament de

tungsténe ayant une température de couleur T = 2 855,6 K ou obtenue a l'aide d'un rayonnement provenant d'une
source monochromatique.
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5.3 Details of outline and encapsulation

5.3.1 |IEC and/or national reference number of the outline drawing.
5.3.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

5.3.3 Terminal identification and indication of any connection between a terminal and the
case.

5.4 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

5.4.1 [Minimum and maximum storage temperatures (Tstg).
5.4.2 |Minimum and maximum operating ambient or case tempera

5.4.3 |Maximum reverse voltage (VR).

5.4.4 |Where appropriate:

— mayimum total power dissipation (P;y;) up to ambignt Or em re of 25 °C, apd
— derating factor above 25 °C (K;) or detating curv

5.5 Electrical characteristics

Conditions.at \/2
Ref. Characteristics Tomp OK Tcash 5-°C, otes Symbols Requirgments
(\ (ﬁngs\o erwise sjated

5.5.1 Reverse current er \\}R cifie \\) 1 Ir(H) OF Ire) Min.
irradiation E, oy Egspecifie

5.5.2 Dark curr?q{t\ S b}\spwe}}\E} 0 Ir Max.

5.5.3 Dark curre?ft\/ = Specified, E, =0 Ir Max.
a ified high
temperature of T,y OF
ecified
5.5.4 }/R specified, E, S Min.
pecified, at a short
wavelength A, specified s Min.
and at a longer
wavelength A, specified
5.5.5 SwitchinWhere Specified circuit
appropriate):
rise time and specified value of Vg, t, Max.
fall time Ev or Ee cpnhifind fl Max.
or: Specified circuit
turn-on time and specified value of Vg, ton Max.
turn-off time E, or E, specified totf Max.

NOTE 1 - lllumination by standard illuminant A (according to IEC 60306-1) emitted from a filament tungsten
lamp with a colour temperature T = 2 855,6 K or with radiation from a defined monochromatic source.
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5.6 Informations supplémentaires

5.6.1 Diagramme de sensibilité typique

5.6.2 Diagramme spectral typique

Diagramme donnant, sous forme de graphique, la sensibilité spectrale relative en fonction de

la longueur d'onde.

6 Phototransistors
(a I'exclusion des dispositifs pour systémes et sous-systémes a fibres optiques)

6.1 Type

Phototfansistor a température ambiante spécifiée ou a tempér
desting aux applications en petits signaux et en commutation.

6.2 M’l:tériau semiconducteur

Silicium, etc.

6.3 Polarité

NPN/PNP.

6.4 Degtails d'encombrement et d'encapsulation

6.4.1 |Numéro CEIl et/ou

6.4.2 |Méthode d'encdpsula
6.4.3 Identific
le boftler.

6.5

brne et

11°

6.5.1

6.5.2
(Tamb

ximale

6.5.3 “Temsiomcottecteur-émetteur Taximate, avet urr courant e base mut{VeEo)-
6.5.4 S'il existe une connexion extérieure de base:

6.5.4.1 Tension collecteur-base maximale pour un courant émetteur nul (Vcgo)-
6.5.4.2 Tension emetteur-base maximale pour un courant collecteur nul (Vggg)-
6.5.5 S'il n'existe pas de connexion extérieure de base:

Tension émetteur-collecteur maximale (Vgco).
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5.6 Supplementary information

5.6.1 Diagram of typical sensitivity

5.6.2 Typical spectral diagram

A diagram graphically expressing relative spectral sensitivity versus wavelength.

6 Phototransistors
(excluding devices for fibre optic systems or subsystems)

6.1 Type

Ambient-rated or case-rated phototransistor intended for smalksig SW

applications.

6.2 Semiconductor material

Silicon|, etc.

6.3 Polarity

NPN/PNP.

6.4 Details of outline and encapsulation

6.4.1 drawing.

6.4.2

6.4.3 ificat indicatiomof any connection between a terminal 3

case.

6.5 L 5, (& over the operating temperature ran
u N

6.5.1

6.5.2 [Mi y mum operating ambient or case temperatures (T4, OF Teasel

6.5.3 |Maximum colléctor-emitter voltage with zero base current (Vgo).

itching

nd the

e,

6.5.4 'Where an external base connection is present.
6.5.4.1 Maximum collector-base voltage with zero emitter current (Vegg)-
6.5.4.2 Maximum emitter-base voltage with zero collector current (Vggo)-
6.5.5 Where no external base connection is present:

Maximum emitter-collector voltage (Vgcp)-
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6.5.6 Courant collecteur continu maximal (/).

6.5.7 S'ily alieu:
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— dissipation de puissance totale maximale (P,y) jusqu'a une température ambiante ou de
boitier de 25 °C, et

— facteur de réduction au-dessus de 25 °C (K;) ou courbe de réduction.

6.6 Caractéristiques électriques

Conditions a
Réf. Caractéristiques Tamb OU Tease = 25 °C, Notes Symbol Exigepces
sauf indication contraire
A~
6.6.1 Courant collecteur sous Ve spécifié, Ig =0 1 IR in. Max.*
irradiation g
E, ou E, spécifié Icte)
6.6.2 Courant d'obscurité Ve spécifié, Ig = 0 \/% \) Max.
collecteur émetteur E.=0
AVS
6.6.3 Courant d'obscurité Ve spécifié, g = 0 \ \) Max.
collecteur émetteur E. =0, a une haute
température;
Tamb OU Tcase SPecifié (7
6.6.4 Tension de clagquage Ic spécifig Iz = 0, Y (BR)CEO Min.
collecteur-émetteur ZA\
6.6.5 Tension de clagquage Ig spécifiéy Ee =0 \/ V(r)cEO Min.
émetteur-base ou, s'ily
n'y a pas de connexion de
base, tension de
claquage émetteur-
collecteur
6.6.6 Tension de saturgtion 1 VcEsat Max.
collecteur-émetteur
6.6.7 || Sily alict sersitfiite s Min.
spectrale
S Min.
6.6.8
Circuit spécifié, Vg et Ic t Max.
spécifiés, E, ou E, t Max.
spécifié
ou;
temps d'établissement et Circuit spécifié, Vg et Ic ton Max.
tenips de coupure spécifiés, E, ou Eg tof Max.
spécifié
* S'ily a lieu.
NOTE 1 — Illumination par l'illuminant normalisé A (suivant la CEl 60306-1) due a une lampe a filament de

tungsténe ayant une température de couleur T = 2 855,6 K ou obtenue a l'aide d'un rayonnement provenant d'une
source monochromatique.



https://iecnorm.com/api/?name=448d69325d10f56b19680363bfc184b6

60747-5-2 © IEC:1997

—-23 -

6.5.6 Maximum continuous collector current (/c).

6.5.7 Where appropriate:

— maximum total power dissipation (P,y;) up to ambient or case temperature of 25 °C, and

— derating factor above 25 °C (K;) or derating curve.

6.6 Electrical characteristics

Conditions at
Ref. Characteristics Tamp OF Tenee = 25 °C, Notes Symbols Requirements
unless otherwise stated /)
6.6.1 Collector current under Vce specified, Ig =0 1 Ic HA: Max.*
irradiation -
E, or E, specified NS
6.6.2 Collector-emitter dark Ve specified, Ig = 0 Ice Max.
current E.=
6.6.3 Collector-emitter dark Ve specified, Ig =0 & Max.
current E. = 0 at a specified high
temperature Tymp OF Tease
6.6.4 Collector-emitter Ic specified, Ig =0, E, = V(BRr)CEO Min.
breakdown voltage (7
6.6.5 Emitter-base breakdown (BR)CEO Min.
voltage or, where no base
connection is present,
emitter-collector
breakdown voltage
6.6.6 Collector-emitter VcEsat Max.
saturation voltage
6.6.7 Where appropriat S Min.
spectral sensibili
S Min.
6.6.8 SW|tch|ng t|
t, Max.
t; Max.
;nd Ic, Ey, or Eg specified
Specified circuit, ton Max.
specified values of Vg bott Max.
and Ic, E, or E, specified
* Whefe appropriw
NOTE| 1< Ulumination by standard illuminant A (according to IEC 60306-1) emitted from a tungsten fijament
lamp with.a colour temperature T = 2 855,6 K or with radiation from a defined monochromatic source.
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6.7 Informations supplémentaires

6.7.1 Diagramme de sensibilité typique

6.7.2 Diagramme spectral typique

Diagramme donnant, sous forme de graphique, la sensibilité spectrale relative en fonction de

la longueur d'onde.

7 Photocoupleurs, optocoupleurs  (avec transistor de sortie)

7.1 Type

Photoqoupleurs a température ambiante spécifiée ou a températuké 0 Sp§
avec tyansistor de sortie, pour applications d'isolement de signaux

bcifiée,

7.2 Miatériau semiconducteur

Diode [d'entrée: arséniure de gallium, arséniure d'alumini

Transistor de sortie: silicium, etc.

7.3 Polarité du transistor de sortie

7.4 Details d'encombrement et d'encap

7.4.1 |[Numéro CEI et/ou numéro natianal S dessin d'encombrement.

7.4.2 |Méthode d'encapstation] verrehpdtal/ptastigue/autre.

7.4.3 |ldentificati de dicatiomd'une connexion éventuelle entre une borne et
le bofitier. <D

7.5 aleurs limit&s if€s absolues) dans la gamme des températures d
fpnctionne ipditation contraire

11

Indiquér toute iy temp’s, de fréquence, de durée d'impulsion, d'humidité, etc.
7.5.1 |[Températy e _stockage minimale et maximale (Tstg).

7.5.2 |Températures’de fonctionnement, ambiantes minimale et maximale ou d'un ppint de
référerrce (Tamp OU Tg5)-

7.5.3 Température maximale de soudage (Tgq).
Spécifier le temps maximal de soudage et la distance minimale au boitier.
7.5.4 Tension continue inverse maximale a I'entrée (VR).

7.5.5 Tension collecteur-émetteur maximale, la base étant en circuit ouvert (Vogo).
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6.7 Supplementary information
6.7.1 Diagram of typical sensitivity
6.7.2 Typical spectral diagram

A diagram graphically expressing relative spectral sensitivity versus wavelength.

7 Photocouplers, optocouplers  (with output transistor)

7.1 Type

Ambient-rated or case-rated photocouplers, optocouplers, with transistd ot, for

isolatign applications.

7.2 Semiconductor material

Input diode: gallium arsenide, aluminium arsenide, etc.
Output transistor: silicon, etc.

7.3 Polarity of the output resistor
7.4 Details of outline and encapsulat

7.4.1
7.4.2

7.4.3
case.

75 L

C

7.5.1

7.5.2
or Tiei)-

signal-

nd the

(Tamb

7.5.3 Maximum soldering temperature (T q)-
Maximum soldering time and minimum distance to case should be specified.
7.5.4 Maximum continuous (direct) reverse input voltage (Vg).

7.5.5 Maximum collector-emitter voltage, with the base open-circuited (Vcgo)-
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7.5.6 Tension collecteur-base maximale, s'il existe une connexion externe de base,
I'émetteur etant en circuit ouvert (Vego)-

7.5.7 Tension émetteur-base maximale, s'il existe une connexion externe de base, le
collecteur étant en circuit ouvert (Vggg)-

ou:

7.5.8 Tension émetteur-collecteur maximale, s'il n'existe pas de connexion externe de base
(Veco)-

7.5.9 |Tension maximale d'isolement continue ou de pointe répétitive (Vg
La forme d'onde et la vitesse de répétition doivent étre spécifiées.

7.5.10

Cela dpit étre spécifié pour des impulsions des deux p ité g diquée
a la figure 1.

Viosm 4+ ——— ——
9%0% Viosm - — — — —

50% Viosm --\6
10% Viosm +~ %
s

WUne impulsion par seconde

17881

7.5.11 Courant collecteur continu maximal (/).

7.5.12 Courant d'entree direct continu maximal (/g) a une température ambiante ou d'un
point de référence de 25 °C et courbe de réduction ou facteur de réduction.

7.5.13 Courant d'entrée direct de pointe maximal (/ggy) @ une température ambiante ou
d'un point de référence de 25 °C et dans des conditions d'impulsions spécifiées.
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7.5.6 Maximum collector-base voltage, where an external base connection is present, with

the emitter open-circuited (Vpo)-

7.5.7 Maximum emitter-base voltage, where an external base connection is present, with

the collector open-circuited (Vggg)-

or:

7.5.8 Maximum emitter-collector voltage, where no external base connection is present

(Veco)-

7.5.9 |Maximum continuous (direct) or repetitive peak isolation voltage (

The waveshape and repetition rate should be specified.

7.5.10| Where appropriate, maximum surge isolation voltage

This ghould be specified for pulses of both polariti e _waveshape sh

figure [L.

Viosm 4 ——— ——
90%) Viosm - — — — —

50%|Viosm -——@— —

10%|Viosm —N

Onhe pulse per second

bwn in

78781

7.5.11 Maximum continuous collector current (/).

7.5.12 Maximum continuous forward input current (/) at an ambient or reference-point

temperature of 25 °C and derating curve or derating factor.

7.5.13 Maximum peak forward input current (/ggy) at an ambient or reference-point

temperature of 25 °C and under specified pulse conditions.
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7.5.14 Dissipation maximale de puissance (P;,,) du transistor de sortie a une température
ambiante ou d'un point de référence de 25 °C et courbe de réduction ou facteur de réduction.

7.5.15 Dissipation totale maximale de puissance dans le boitier (P,,) a une température
ambiante ou d'un point de référence de 25 °C et courbe de réduction ou facteur de réduction.

7.6 Caractéristiques électriques

Conditions a
Réf. Caractéristiques Tamb OU Tease = 25 °C, Notes Symboles Exigences
sauf indication contraire
7.6.1 Tension directe de la diode | I spécifié Ve Max.
d'entrée
7.6.2 Courant inverse de la VR spécifié R Max.
diode d'entrée
7.6.3 Courant d'obscurité Vce spécifié, I =0, g =0 EO Max.
collecteur-émetteur ou, (base en circuit ouvert)
s'il y a lieu*, courant Vg spécifié, =0, [ =0 leB
d'obscurité collecteur-base
7.6.4 Courant d'obscurité Vce spécifié, I =0, g =0 ™\ Ic Max.
collecteur-émetteur Tamp OU T,ef SPEcifié
ou, s'il y a lieu*, courant VCB spéckHie, IF = IE = Max.
d'obscurité collecteur-base | Ty, 0 T,ef
7.6.5 Tension de saturation : \/ VCEsat Max.
collecteur-émetteur
ou, s'il y a lieu*, tension Ves Max.
collecteur-base
7.6.6 Rapport de transfert hg ou Min. Max.
courant _ro\ CTR (c.c.)
7.6.7 S'il y a lieu, rapp rt VCE écifiés, hs ou Min. Max.
transfert d ura nceyspécifiée CTR (c.a.)
dlfferentl
7.6.8 Résistance d'igole 1 no Min
entre I'entré aso 'e
7.6.9 S'ily a Jieu, cit M/M/Hz, Ir=0,1c=0 1 Cio Max.
entrégfso e
7.6.10 i
Vees I et Ry spécifiés, ton Max.
Ic nominal, circuit d'essai tosf Max.
spécifié
temps de croissance et Vce, Ie et R spécifiés, t Max.
tamne da décraissanca I nnm.nal rurruut d'nbeﬁl £. Max_
Lid TC o T
spécifié
7.6.11 S'ily a lieu, fréquence de | /; ou I et Vg spécifiés, 2 fetr Min.
coupure Ig=0

* En fonctionnement dans le mode diode.
NOTE 1 — Toutes les bornes d'entrée sont réunies et toutes les bornes de sortie le sont également.

NOTE 2 — La fréquence de coupure est la plus faible fréquence pour laquelle la valeur absolue du rapport de
transfert de courant en alternatif est de 0,707 fois sa valeur a trés basse fréquence.
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7.5.14 Maximum power dissipation (P,) of the output transistor at an ambient or
reference-point temperature of 25 °C and a derating curve or derating factor.

7.5.15 Maximum total power dissipation of the package (P,,;) at an ambient or reference-
point temperature of 25 °C and derating curve or derating factor.

7.6 Electrical characteristics

Conditions at

Ref. Characteristics Tamb OF Tease = 25 °C, Notes Symbols Requirements
unless otherwise stated

7.6.1 Input diode forward I¢ specified Ve Max.
voltage

7.6.2 Input diode reverse VR specified Max.
current

7.6.3 Collector-emitter dark Vce specified, I = 0, o Max.
current Iz = 0 (base open-circuit)
or, where appropriate*, Vcg specified, g = 0, Max.
collector-base dark =0
current

7.6.4 Collector-emitter dark Ve specified, I =0, Max.
current Ig =0, Tamp OF Tref

specifie G

or, where appropriate*, IcBo Max.
collector base dark
current

7.6.5 Collector-emitter VcEsat Max.
saturation voltage

Ves Max.

or, where approprjate*,
collector-base voltage

7.6.6 Current tr rr or C n@pecmed, hg or Min. Max.
CTR (d.c.)

7.6.7 Where appropgiate, ce specified, hs ou Min. Max.
differential reqt equency CTR (a.c.)
transfer ratjo

7.6.8 Isolation Tesi an Vio specified 1 ho Min
between inp utp

7.6.9 he pr |ate input- | f=1MHz, [r=0,/c=0 1 Cio Max.
to=qutputEapaci

7.6.10 || Where ropri

switching ti

turn-on time and Specified V¢, Ir and Ry, ton Max.

tdrn-off time and nominal /¢, test boff Max.
ciretit-specified

or:

rise time and Specified V¢, I and Ry, t Max.

fall time and nominal /¢, test t Max.
circuit specified

7.6.11 | Where appropriate, cut- I; or Ic and Vg specified, 2 fetr Min.
off frequency Ig=0

* For operation in the diode mode.

NOTE 1 — All input terminals should be connected together and all output terminals should be connected
together.

NOTE 2 — The cut-off frequency is the lowest frequency at which the magnitude of the a.c. current transfer ratio
is 0,707 times its value at very low frequency.
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7.7 Informations supplémentaires

A I'étude.

8 Photocoupleurs (optocoupleurs) offrant une protection
contre les chocs électriques

8.1 Type

60747-5-2 © CEI:1997

Photocoupleurs (optocoupleurs) a temperature ambrante specrfree ou a temperature de boitier

8.2 Mftériau semiconducteur

8.2.1 Entrée

8.2.2 Portie
8.3 Degtails d’encombrement et d’encapsulatio

8.4 Valeurs limites (doivent étre menfionnées dan
fabricants)

section spéciale du catalogue

Voir article 7,
ou autre article

subséquent futur.

b) Coy £ ipati aximale de puissance d’entrée
c) Col i ¢ : dissipation maximale de puissance de sortie
8.4.2
a) Valg température
puissance de
dissipation totale
b) Valg 2
et d la sortie: tensions
courants

puissance de dissipation

fournir
lement

(opto-

‘entrée

e

des

8.4.3 Tension d’isolement maximale spécifiée

a) Tension d’isolement maximale spécifiée (Viowm)
b) Tension de créte maximale répétitive spécifiee (Viorm)
¢) Tension maximale spécifiée en impulsion (VioTwm)

8.5 Caractéristiques électriques

Dans tous les cas, les caractéristiques suivantes doivent étre mentionnées en plus de celles

inventoriées a l'article 7, ou dans un article subséquent futur.
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7.7 Supplementary information

Under consideration.

8 Photocouplers (optocouplers) providing protection against electrical shock

8.1 Type

Ambient-rated or case-rated photocoupler (optocoupler), with ... (indicate here the kind of input
and/or output) ... designed to provide protection against electric shock, when bridging double or
reinforced insulation.

All req
insulat
photot

82 S
8.2.1
8.2.2
83 D
84 R
8.4.1

a) Max
b) Ma
c) Ma

8.4.2
a) Pad

b) Inp

8.4.3

a) Ma

ansistor, logic output, etc.)

bmiconductor material

nput

Dutput

btails of outline and encapsulation

Atings (have to be mentioned inN\a specis Xionnit anufacturers data sheet

imum output cu

:unctiona@

temperatures See clause 7 or anyj|
total power dissipation subsequent clause
voltages

currents

power dissipations

imum)rated i5dlation voltage (Viowm)
imum rated recurring peak isolation voltage (repetitive) (Viorm)

a solid
t (e.g.

future

b) Max

¢) Maximum rated impulse isolation voltage (VioTm)

8.5 El

ectrical characteristics

In any case, the following characteristics shall be mentioned, in addition to those listed in

clause

7, or in any future subsequent clause.
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8.6 Informations sur des essais électriques, d’environnement
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et/ou d’endurance (information supplémentaire)

Voir le tableau suivant pour référence.

60747-5-2 © CEI:1997

d’isolement (sous
des conditions
faussées)

Distance d’isolement externe®

Ligne de fuite externe !

faussées (voir 4.1 a))
Vio = 500 V

)
)

408 "6t

o

Référence Caractéristiques Conditions Notes Symboles Exigences
littéraux

thd. Charge apparente Jpd Max.
(méthode A) Voir 5.5 de la CEI 60747-5-3

thd. Charge apparente Jpd Max.
(méthode B)

thd. Réststance Famn—>—+06—2E-ot—Fampr—<=—Tamm—re Rro Min.
d’isolement

Vio = 500 V
N
thd. Résistance Tamb = Ts sous des conditions R Min.

Min.
Min.

Y voir £EI 60664-1 pour les exigences minimales.

8.6.1

Voir 5.p de la CEIl 60747-

8.6.2

défini

chaing
par un
étre te
contac
une se

8.6.3
group€g

- Zérq

Les essais de décharges partie
réalisés aprés tout essai relatif a I'isole
d’isolement peuvent étre appliquées. Cev
partielle. Toute tension d'isolement doit&é

bnt étre
essais
charge

sur un
on est
méme

urité. Les composants peuvent différer unigiement
. Quatre-vingts piéces par lot de production

Hoivent

lement de petites quantités vont étre produites, il convjent de
pour définir le nombre de composants a tester pendant

8.6.3.1 Préconditionnement

— Reésistance a la chaleur de soudure

— Amplitude de la charge apparente

Inspection visuelle

— Essai paramétrique

— Résistance d’isolation

sous-

mis au

Selon le catalogue de défaillances des

fabricants
260°C+5°C, +1s

Méthode B

Vpd = F % Viorm (Viowwm),
(voir CEl 60747-5-1, 6.4.16.2 c))
gpd <5 pC

selon la spécification des fabricants

Vio = 500 V, Tamb)max.
Rio > 1011 Q
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8.6 Electrical, environmental and/or endurance test information

(supplementary information)

— 33—

See the following table for reference.

External clearance

External creepage

Reference Characteristics Conditions Notes Letter symbols | Requirements
thd. Apparent charge gpd Max.
(method A) See 5.5 of IEC 60747-5-3
thd. Apparent charge gpd Max.
(method B)
thd. Isolation resistance Tamb > 100 °C or Tamb <= Tamb Max Rio Min.
Vio =500 V /\
tbd Isolation resistance Tamb = Ts under fault conditions R Min.
(under fault (see 4.1 a))
conditions)
Vio = 500 V

xx‘ nd Min.
coysiderati .

Min.

1 s¢e IEC 60664-1 for minimum

requirements.

8.6.1 |Partial discharge test at the ro
other measurements concerning isolatio

all be performed after any
isolation test voltages|can be
y isolation test voltages have to

applied. These tests shall precede the part

be lowgr than Vpd(ini).
See 5.5 of IEC 60747-5-3¢

8.6.2 |Partial discharg
during |the lot-by-
which have bee
conditipns. The co
area. [ighty piece
during|one week\yowr
sampl@gs to beA

8.6.3 |Typeests
subgroup <

— zerg

P basis
onents
juction
testing
bduced
ber of

llowing

— if opedfailure occurs out of the 130 devices, further quantities of devices shall be subjected
to t;l;e subgroup (in which the failure occurred), with no more failure.

8.6.3.1 Preconditioning

Visual inspection

Resistance to soldering heat

Apparent charge magnitude

Parametric test

Isolation resistance

Method B

According to manu-
facturers failure catalogue

260°C£5°C, £1s
Vpd = F x Viorm (Viowwm),

(see IEC 60747-5-1, 6.4.16.2 c))
Qpd <5 pC

According to manu-
facturers specification
Vio = 500 V, T(amb)max.
Rio > 1011 Q
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8.6.3.2 Sous-groupe 1: 20 échantillons
8.6.3.2.1 Essais
— Préconditionnement Voir 8.6.3.1
— Changement rapide de température Voir CEI 60068-2-14 Tstg min., Tstg max., 10 cycles,
2fois3h
— Vibration Voir CEI 60068-2-6 10 cycles par axes
— Choc Voir CEl 60068-2-27 Onde demi-sinusoidale,
3 chocs dans chaque direction
— Herfméticite Voir CET60068-2-17  Pression 200 kPa, durde =6 h

(pa$ pour les bottiers en plastique)
— Chdleur séche

— Chdleur humide accélérée
— Tenppérature de stockage

— Chdleur humide (continue)

8.6.3.24.2 Mesures finales, au minimum

— Composants séchés pendant 1 h a 2
— Amplitude de la charge apparente

— Résistance d’isolem

— Essali de surte

— Résistance d’isolef

8.6.3.3 antillons

8.6.3.3.

— Prégonditionne

4

— Esshi de_sécurite™d’entrée

Voir CEI 60068-2-2 V),

=16 h
Voir CEI 60068-2-
Voir CEl 600682

nt de faire les essaiq finaux
F=1,5

(voir CEl 60747-5-1,
6.4.16.2 c))

gpd <5 pC
Vio=500V, 25 °C
al1l0 kv Ro >1012Q
oir 14.2.4 de la CEIl 60065

Vio=500V, 25 °C
Rio>109Q

Voir 8.6.3.1

Voir annexe B Valeurs limites sous des

conditions faussées:

8.6.3.3.2 Mesures finales: au minimum

— Amplitude de charge apparente

— Résistance d’isolement

courant aemrée maximal
ou puissance d’'entrée
maximale de dissipation.
Tamb = Ts, durée: 72 h

Méthode A F=1,2

(voir CEI 60747-5-1,
6.4.16.2 c))

Qpd <5 pC

Vio =500V, 25 °C
Rio> 109 Q
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8.6.3.2 Subgroup 1: 20 samples

8.6.3.2.1 Tests

— Preconditioning See 8.6.3.1

— Rapid change of temperature See |[EC 60068-2-14

— Vibration See |IEC 60068-2-6

— Shock See |[FC 60068-2-27

Tstg Min., Tstg Max.,
10 cycles, dwell time 3 h

10 cycles per axes

Half sine wave, 3 shacks

— Sealing (not for plastic) See IEC 60068-2-17

— Dry heat See IEC 60068-2-2

— Accellerated damp heat See IEC 60088-2-3Q

— Temperature storage
— Damp heat (steady state)

8.6.3.24.2 Final measurements, at lea

— Dry cpmponents for 1 h to

— Appdrent charge ma

— Isolafion resist@

— Surg

— |solatio

8.6.3.3

8.6.3.3.1</ Tests or examination

See 14.2.4 of IEC 60065

in each difectiqn

% RH at 85 °C,
duration = 21 days

F=1,5(see IEC 60747
6.4.16.2 c)) gpd < 5 pC

5-1,

Vio =500V, 25 °C
at 10 kV Rio > 1012 Q

Vio=500V, 25 °C
Rio>109Q

See 8.6.3.1
(see annex B)

— Preconditioning
— Input safety test

8.6.3.3.2 Final measurements, at least

— Apparent charge magnitude Method A

— |solation resistance

At limiting values under
fault conditions: maximum
input current or maximum
input power dissipation.
Tamb = Ts, duration: 72 h

F=1,2 (see IEC 60747-5-1,
6.4.16.2 c)) gpd <5 pC

Vio =500V, 25 °C

Rio > 109 Q
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8.6.3.4 Sous-groupe 3: 30 échantillons
8.6.3.4.1 Essais ou examens

— Préconditionnement
— Essai de sécurité de sortie

—- 36—

Voir 8.6.3.1
Voir annexe B

60747-5-2 © CEI:1997

A valeurs limites, sous
des conditions faussées:
courant d’entrée maximum
ou puissance d’entrée
maximum de dissipation.
Tamb = Ts, durée: 72 h

8.6.3.4.2 Mesures finales (voir 8.6.3.3.2)
8.6.3.9 Sous-groupe 4: 40 échantillons

8.6.3.5.1 Examens

— Reédistance d’'isolement a
a) Tamb max. (min. = 100 °C),
b) Ts

— Essadji d’'inflammabilité

8.6.3.4 Sous-groupe 5: 10 échantillon
8.6.3.6.1 Examens

— Distgnce externe

— Ligne de fuite externe
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8.6.3.4 Subgroup 3: 30 samples

8.6.3.4.1 Tests or examination

See 8.6.3.1
See annex B

— Preconditioning
— Output safety test

At limiting values under
fault conditions: maximum
output current or
maximum output

power dissipation.

Tamb = Ts, duration: 72 h

8.6.3.4.2 Final measurements (see 8.6.3.3.2)
8.6.3.5 Subgroup 4: 40 samples

8.6.3.9.1 Examinations

— Isolation resistance at
a) Tamb max. (min. = 100 °C),
b) Ts

8.6.3.4 Subgroup 5: 10 samples

8.6.3.6.1 Examinations

— Extefnal clearance
— Extefnal creepage
— Flammability test (se
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Tableau 1 — Essais et séquences d’essai des photocoupleurs

destinés aux protections électriques

1 — Essai de routine (non destructif)

1.1 Amplitude de la charge apparente a 1,875 x V(orwm), (V(iorm)) méthode B qc <5 pC

1.2 Essai paramétrique selon la spécification des fabricants

2 — Essai d’échantillonnage (destructif) n=80,c=0

2.1 Inspection visuelle selon le catalogue de défaillances des fabricants

2.2 Résistance a la chaleur de soudage

2.3 Amplitude de la charge apparente a 1,5 x V(iorwm), (Viorm)) méthode A qc< 5 pC

2.4 Essai paramétrique selon la spécification des fabricants

2.5 Résistance d’isolement voir 8.6.3.1

AN
/\\/\

2.6 Ligne de fuite et distance d’isolement externes n=10, c=0

2.7 Résistance d’isolement a haute température n =40, c =0
a) Tamb Max. min. 100 °C

b) Ts

/\\\s\/

3 — Type d’essai, essai périodique (destructif), n =130, ¢ = O (

Sous-groupe 1

Sous-gro <\‘So S- grok)\

Sous-groupe 4

ISous-groupe 5

S

8.6.3.2 8.6.3.3 8.6.3.5 8.6.3.6
n=20 n—30 n=40 n=10
Précondition- <\Ncond|t| Pré&condition- Résistance Ligne de fuite
nement \/ t \ nement d’isolement externe
8.6.3. 8.6.3 8.6.3.1 Tamb Max. istance externe
>100°C
T.

[ [ & | |
(o angement rﬁéd\ﬁ\ Wcurité Essai de sécurité
températur ée de sortie
' 21 | |
| (V\bk\\on\\>| Mesures finales | | Mesures finales |
| cr\l\ N

| Etanchéité |

Inflammabilité

| Chaleur séche |

|Chaleur humide accélérée|

|Température de stockage|

| Chaleur humide

| Mesures finales |

4 — Essai des matériaux d'isolement. Index de lecture comparatif.
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Table 1 — Tests and test sequence for photocouplers
providing protection against electric shock

1 — Routine test (non-destructive)

1.1 Apparent charge magnitude at 1,875 x V(ijorm), (V(iorm)) method B qc <5 pC

1.2 Parametric test according to manufacturers’ specification

2 — Sample test (destructive) n=80, c=0

2.1 Visual inspection according to manufacturers’ failure catalogue

2.2 Resistance to soldering heat

.9 Appalcnl biIQIUC IIIGUIIilUle atl 1.5 'V’(|(_)R|\/|), (l\/(l()HM)} IIICl;IUlj I:‘\ yL 5 | %A3

2.4 Parametric test according to manufacturers’ specification (
2.5 lIsolation resistance, see 8.6.3.1 /\& (\
2.6 External creepage and clearance distance n=10,c=0

2.7 lsolation resistance at high temperatures n =40, ¢c=0
a) Tamb) Max. min. 100 °C

b) T

3 — Tyfe test, periodic test (destructive), n =130, c=0

V

|Final measurementl |Fina| measurement

AN S
BT A
NN

| Shock |

Subgroup 1 Subgroup 2 Subgroup 4 Subgroup 5
8.6.3.2 8.6.3.3 8.6.3.5 8.6.3.6
n=20 n=3 n=140 n=10

Y
<\ 4 \\ Q
AN

Preconditioning Pr\écon itior%{ jconditioning Isolation Exfernal creepage

[\/ ™~ resistance distance
8.6. 8.6.3.1 Tambmax. External clearance

> 100 °C distance

\\/\ N Ts
Rapid chanbg\of\ Inp}m\s_afféty test Output safety test Flammability
temperatur

| Sealing |

| Dry heat |

| Accelerated damp heat |

| Temperature storage |

| Damp heat |

| Final measurements |

4 — Testing of insulating materials. Comparative tracking index.
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9 Diodes laser

9.1 Type
Diodes laser a température ambiante ou de boftier spécifiée pour les applications suivantes:

Type A: application générale

Type B: faisceau laser concentré

Type C: transmission optique numérique
Type D: transmission optique analogique

9.2 Semiconducteur

9.2.1 Matériau

Matérigu tel que GaAs, GaAlAs, InGaAsP.

9.2.2 PBtructure

Structyre telle que guidage en gain, guidage par l'indig

9.3 D

9.3.1
9.3.2 |Méthode d'encapsul

9.3.3 |[ldentification ds
borne gt le boftier.

[re une

9.3.4 . orientation relative aux axes mécahiques,
positio i é gurface, ouverture numeérique.

9.3.5 {1 g_amorce (si nécessaire): type de fibre, type de protection,
conne

9.4 1Py ; e des limites absolues) dans la gamme des températures dg

9.4.1 |Rayen minimal de courbure de la fibre amorce, s'il y a lieu.

9.4.2 Traction maximale sur la fibre amorce ou le cable s'il y a lieu, dans la direction de
I'axe de la fibre amorce d'entrée ou du céble.

9.4.3 Températures de stockage minimale et maximale (Tstg).
9.4.4 Températures minimale et maximale de fonctionnement.
9.4.4.1 Température ambiante ou de boitier (T, ou T,

ase)'

9.4.4.2 Température de I'embase, s'il y a lieu (Tg)-
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9 Laser diodes

9.1 Type

Ambient-rated or case-rated laser diodes for the following applications:

Type A: general

Type B: focused laser beam

Type C: optical digital transmission

Type D: optical analogue transmission

9.2 S

9.2.1

Materi@l such as GaAs, GaAlAs, InGaAsP.

9.2.2

Structd

9.3 D

9.3.1

9.3.2

9.3.3
and thé

9.3.4

9.3.5
conne

9.4.1

9.4.2

Characterjsii
relativg to mech

bmiconductor

Material

Structure

P case.

Terminal identifica d inchicati electrical connection between a tgrminal

osition

ection,

he axis

Maximum pull force pigtail (fibre or cable), where appropriate, in the direction of t

AY

ST S P

of the

9.4.3

9.4.4

ol (£ x kLl
IllJul. lJIul.all \IIIJlC Ul \/CllJlC}-

Minimum and maximum storage temperatures (Tstg)

Minimum and maximum operating temperatures.

9.4.4.1 Ambient or case temperature (T mp OF Tease)-

9.4.4.2 Submount temperature, where appropriate (Tg).
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